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Contre réaction non linéaire.

Ferétage avee diodes zener.

On considire le montage de o figure suivante

{7
2

Lramplificateur opérationnel est considéré comme iddéal
On a R1=10 K et R2=5 KIl.

Détarminer Pallure de u? pour un signal d'entrée sinusoidal ¢
— ul = 2sm t
— ul=15amt

Reprdsentey le résultat sur un sraphique en justifisnt les résultats,

Multiplicateur de tension.

On considére que la carsctéristique courant-tension d’une diode idéale est de
laforme ; I = Ipexplgu/kT) avec g = 1,6.10719¢C & = 1,33.10° 3L K~ Yconstante
de Boltzmann), T température absolue en Kolvin et Jp courant de fuite (i =
T4,

On propose le circuit suivent -




= Exprinses In tension de sortie ud en fonction de ul sons In forme u2=Hul),
= Proposes et justificz un montage réalisant la fonction inverse g telle que
g{n2)=nl.
-~ Les expressions obtenues dans les denx cas sont elles correctes pour toute
veleur de w i Pentrde du montage ?
On considére le montage suivant dans lequel amplificateur opérationnel fone
toune en régime linéaire, Donnez expression de nd en fonction de ul et nf

~ne— R {1
L2
p—
A %
| —
o5l Bl N3
J’ .--'"""' —

A Tnide des 3 montages précédents, praposes le schéme d'in multiplicateur
analoginne.
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Application @
A Vaide de la formude ¢4 = cos A + 1 sin A démontrez que
cas{ A + B) 4 cos(A - B)
2

O se prapose d'étadier le montage saivant

cosAd.eos B =

‘ Coendenr physep

'll'l L
Lzl JMiney E h
' Jiese Hag 2
. |
s e
[Hoie

Un géndratenr pilote de pulsation w et de phase § module o sortio J'uy
enplenr gui mesnre une grandeur physique A continue. La sortie du géndratour
st i la forme Vi p = Beos{ed + ). Le sigoal délivié par le capteur est de la

forme V' = A cos{wt),
— Donnez Vexpression du signual & In sortie da wultiplisar,

s'ajonte au sigual délived par le capteur.
(Jue valent ces expressions si # = n.o 7

Donnez 'expression du signal & la sortie du multiplieur si un bruit #(¢)

— Quobtient ou & la sortie do fltre passe-las dups e cas d'un filtre parfait

ne laissant passer que les fréquences inférieures & 5= 7

— Proposes un schéma de filtre passe bas du premier ordre. Donnez sa fone-

tion de transfert.

Régulation de tension

On se proposa de stabiliser la tension aux bornes d'une charge résistive 4

l'side du maontage suivant :



Chy sadte e e conrant maxinonn dans b charge est 25 . La tension
dlentrde vl est de 15 Volts ev on utilise une diods zener BZX85C12 (voir Datn-
el ),

Donner une vialenr de [ ogui permet de conserver une bonne régulation,

— Quelle condition doit vérfier Pinpddance de In charge pour que Inedgnliskion

raste honne ?

Logique et informatique industrielle.
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Dessinee une porte NAND. Donnes sa table de véricd
Diossities une porte XOR. Dounet sutable de wirikd.
Dessiner nue luseule RAS et donnesr sa table de vérité

Effectuez ln conversion hase 10 vers base 7 des nombres suivants piis
donnez leur représentation en hexadécimal : 13, 128, 255, 15,

Chu'est e ogqu'un octet.

Lffectues les opérations suivantes et donnez leur représentation en binaire !

{a) 27+22=

(b} 27-22=

Chielle est la représentation binaire du nombre §FU en complément & 1
En complément & 27

CQhrelle est la différence entre un microprocesseur et un microcontroleur 7
Donnez la définition de RISC =t CISC.

Donnez la définition de RAM ot EPROM et expliques la différence qu'il
existe entre ces denx types de circuits.

Citex plusieurs modes d'adrsssage d'un microprocesseur.
Qu’est-ce gue le vecteur reset 7
h'est-ce que le Code Condition Register 7




14, Qu'est-ce qu'une pile FIFO?
15, Quelle est la différence entre un simulateur et un émulateur ?

16. Citez les deux types de caractéres nlphanumdériques et donnes queliues
e eanplies,

17. Quest-ce qu'nn molenr dinférence ?

18. Donnes ln dtfinition de Facronyme FPGA ot expliquer de qual type de
cirowit il s'ngit,

19, Qu'est-ce qu'un commpilatenr 7

&n
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FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR?

Zeners
BZX85C3V3 - BZX85C100

Absolute Maximum Ratings ™ 1.« = ¢ s cwretin rte

Symbel Parameter [ Value Units
FF‘“ Poweor Dissipation 1.0 W
1 TL 5 50°C, Lead Longlh = 378"
“Driale above 60 C B.67 MmN C
T_,,_'EG_. 56@}:@; and Storage Temporature Range 510 +200 c

Electrical Characteristics r.s:5c ues sresos ress

Tolerance = 5%

(/"

DO-41 Glass case
O dANC CENQTER CATHIDE

-
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Zener Voltago (vee 1)

Zener Impedance

Leakage Current

Davice Wy (Valts) iz Z; By Ty &x I & Vi

Min. Maax. ma () () | ima) s Max Valta
BZXBSC IV ER] 35 B0 20 400 1 &0 1
BZ XBSCIVE 34 a3 &0 15 500 1 a0 1
BZXB5CIVE ar 41 &0 15 500 1 5 1
BZABSCAVI an 46 73] 13 500 1 3 1
BZXBSC AT 4.4 5 45 13 500 1 a 1.5
HZABSCEVT 4.8 5.4 a8 10 | so0 1 1 2
BZXBSCEVE 5.2 B 45 rd 400 1 1 2
BZXB5SCEVZ 58 8.8 35 4 300 1 | 3
BZXBSCEVE 6.4 7.2 35 35 300 1 1 4
BZXBSCTVS 70 78 a5 3 700 05 1 4.5
BZXBACAVZ 7.7 87 5 5 200 05 1 5
BZXBSCH 85 oa 5 5 | 200 05 1 6.5
BZXB5C10 9.4 106 25 7 200 05 04 7
BZXBSC1 10.4 1.6 20 8 300 05 ] 7.7
BZXBSC2 11,4 12.7 z0 g5 | asa 0.5 05 5.4
BZX¥BEC13 12.4 141 20 0 400 05 0.5 a4
BFXAECIS 138 15.6 15 15 500 0.5 oS 10.5
BZXBSC16 15.3 174 15 15 500 05 0.5 11
BZXE5C1H 16.8 191 15 20 500 os D5 12.5
BZX85C20 18.8 212 10 24 §00 | 05 035 14
BZNEECZ2 08 233 10 5 800 05 0.5 155
BZXE5EC24 228 256 10 25 &0 05 05 17
BZxasc2T 251 283 B 0 750 0.25 0.5 149
BZXB5C30 2B 3z B 20 1000 025 05 21
BZXESC3 31 35 B 35 1000 0.25 05 23
BZXEECIE 34 38 B 0 1000 0325 0.5 25
BZ®E5030 37 44 I 45 1000 025 05 27
BZXESC42 40 46 5 50 1000 0.25 0.5 30
BZXBSCAT 44 50 4 o0 1500 025 05 33
BZX85051 48 54 4 115 | 1500 25 05 a5
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Electrical Characteristics commesn 7.:25C uriess soarns nsins

Zener Vollage (ke 11 Zener [mpedance Leakage Currant
Device Wy (Voils) Iz |z Egu nj_!z_ﬂ___ I @ Vi
Min, Max. mh (] (] [} A Max, Valis

BEZXBECSE 52 B0 4 120 2000 0.25 05 39
BZXBECER 58 66 4 125 2000 025 0s 43
BZ¥abCae 54 T2 4 130 2000 0.25 05 a7
BZXBBRCTS 7o B 4 150 2000 025 0.5 51
BZXBECAZ 7 gy 27 200 3000 0.25 05 56
BZXBECE 85 96 27 250 3000 0.25 0.5 62
BZXBGC1DN 86 106 2.7 350 3000 0.25 045 68

) Vi Forward Voltage = 1.2V Max @ lp = 200ma
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Top Mark Information

Davice Line 1 Lire 2 Line 3 Line 4 Line 5§
BZXB5CIVE LOGD B5C 3 Y
BZXBSCIVE LOGD B5C e xy
BZXBSCIVE LOGD B5C e xy
BZXBECAVA LOGD 85C 43 xy
BZXBSCAVT LOGD B5C 4T xy
BZXB5CEV LOGD BEC 1 Xy
BZXBSCEVE LOGD B850 56 Y
BEXBSCEYZ LOGD B5C v xy
BZXBSCEYVE LOGD A5C e xy
BIXBSCTVE LOGD ASC 5 Xy
BZXBSCEVZ LOGD 85C Bv2 xy
BZXB5CHV LOGD BEC 1 Xy
BZXASC10 LeGD B5C 10 xy
BEXBHC1 LOGD a5C 11 xy
BEXBSC12 LOGD B&C 12 Xy
BZXBSC13 LOGD B5C 13 Xy
BZXBSC1S LOGD B5C 15 x
BZXBSC18 LOGD 8sC 16 xY
BEZXRASC1E LOGD BEC ia XY
EZNEEE?E., N LOGOD 8sc 20 ny
HEXBEC22 LOGD BEC 2 iy
BEABSC24 LOGO BSC 24 xy
BEXASCET OG0 BSC 27 Y
BEXAS5CA0 LOGO BEC 30 xy
BZXBECI3 LOGD B5C 33 XY
BZXASC3E LOGS BSC 3% XY
BZXA5C38 LOGO asc 3% XY
BZHBEC43 LOGO B5C 43 Xy
BZEBECAT LOGD B5C 47 Xy
BEZXE5CE1 LOGO B5C 51 xy |
BZXBECAHE LOGE BsC ] Ky
BIXBECE2 LOGO BSC 52 XY
BZHEECER LOGD gsc B8 Xy
BZHBECTS LOGO 850 75 xy
BEXEECER LOGO 85C 82 Xy
BZXE5Ca1 LOGO BSC a1 xy
EIZKBEE‘ID__D LOGO BSC 100 Xy
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Top Mark Information (continued)

1¥ line: F « Fairchikd Legs

£ linp: Device Hame - 3™ 1o 4™ charactors of devica name for 1 My serles
or 4™ to 6™ characters for BZXyy sories

3 jine: Device Mama - 57 18 6™ characters of device namae for 1Mxx sotlos
of Vollage rating far BEZXyy werios

™ ling: Device Name - T to 8™ charactars of devica nama for TNxx sarles
ot Large Die [dentification anly for BZXyy sorles

5™ line. Date Code - Two Digit - S5k Weaks Date Coda

General Requirements:

1.0 Calhod Band
2.0 Firsl Ling: F - Fairchild Logo

3.0 Bocond Line: Device name - For 1Mxx series: 3™ lo 4™ characlers of the device nama
For BZxx serlos; 4™ to 67 characters of the device name

4.0 Third Lime, Device name - For 1Hxx series: 5™ 10 8 choractom of the device name
For BZXyy seres; Voltage rating

50 Thifd Line: Device mame - For 1Hxx sories: 77 (o 87 characters of the dovice name
(th Bih character is the large die identification)
For BZXyy seties: Large Die Identification characler

6.0 Fourth Line: Date Code - Two Digh - Six Weeks Date Code
Where: X represenis the fast digh of the calendar year

Y represents the Six weeks numeric code
7.0 Devices shall be marked as réguired in the device specification {PiD of FSC Tes! Spec).
B.0 Maximum ne. of marking lines: 5
9.0 Maximum no. of digis per line: 2
10.0 FSC logo must be 20 % taller than the alphanumesc marking and should scoupy the 2 characters of the spacified line.
11.0 Marking Font: Arial (Except FSC Logo)
120 First character of each marking line mus! be aligned verticalty

B Frochils Samicoedici Bognetiis HENASEI < BEXERCHEL, Aew. E1
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TRADEMARKS

The following are registered and unrepistered trademarks Fairehild Semiconductor owns or is authorized to use and |s
not Intended to bo an exhawvsiive list of &ll ssch trademarks.

ACEx™ FACT Quict Serdes™ ImpliedDisconnect™ PACMAN™ SPM™
ActiveArray ™ FasTH ISOPLANAR™ POP™ Stealth ™
Bottomless™  FASTT™ LitileFET™ Fower247™ SuperFET™
CoolFET™ FRS™ MICROCOUPLER™ PowerSaver™ SupersaT™-3
CROSSVOLT™ EREET'™ MicraFET ™ PawerTranch™ SuperSCT™G
DOME™ GlobalOptolsolater™  MicroPak™ QFET® SupersOT™-8
EcoSPARK™  GTO™ MICROWIRE™ Qg™ SyncFET™
E*CMOS™ HiSeC™ MSxK™ QT Optoelectronics ™  TinyLogic™
EnSigna™ [ Zeall MSXPro™ Quiet Series™ TINYOPTO™
FACT™ Lot oCxX™ RapidConfigure ™ TruTranslation ™
Across the board, Around the world ™ OCXPro™ RapidCannect ™ UHC™ "
The Power Franchise™ OPTOLOGIC® SILENT SWITCHER® UlaFET'
OFTOPLANAR ™ SMART START ™ VCK™

Programmable Active Drocp ™

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TOANY
PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY
ARISING OUTOF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN, NEITHER DOES T

CONVEY ANY LICENSE UNDER TS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPQONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTENAPPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATICN

As used herein

1. Lite support devices or sysiems are devices of
syeloms which, (8} are imended for surgical implant inlo
the hody, or {b) support of sustain e, ¢ (¢} whose
fallure 10 perform when properly ueed in accordance
wilh instructions for use provided in the labeling, can be
reasonably expected o result in significan! injury fa the
[Fl-Lu] 8

2. A erilical companant s any companant of a life
support device or aystam whaose failure to perform can
be reasonably expected lo cause the fallure of the life
support device or system, or lo alfect ts safety or
elfectivenoss.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definltion of Terms

Datasheetl |dentification Product Status

Definition

Fermative or
In Deglgn

Advance Information

This datashee! contains the design specifications far
preduct development. Specifications may change in
any mannaf without notice

Preliminary First Production

This datashest cantains preliminary data, and
supplementary data wil be published at a later date:
Fairchild Semiconductor reserves tha right to make
changes at any lme without netice in order to improve
design

Mo ldentification Needed Full Preduction

This déztashest contains finzl specifications. Failrchild
Semicondiclor reserves the right to make changes at
any time without notice in order: to improve design.

Obsolete Net In Preduction

This datasheet contzins specifications on a praduct
that has been discontinued by Fairchild semicanductor,
The datashest s printad for relerence Infermatian cnlby,

Fev. 112




